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全反射高速陽電子回折（TRHEPD）が物質表面原子層及び表面直下の原子層の構造解析にとって
理想的な量子ビームであることを示し、他の量子ビームでは測定が困難な基盤上のシリセンと
グラフェンの構造を確定した。
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計測技術開発が完了

全反射高速陽電子回折(TRHEPD)が物質表面原子層及び表面直下の原子層の
構造解析にとって理想的な量子ビームであることを示し、他の量子ビームでは測定が困
難な基盤上のシリセンとグラフェンの構造を確定した。
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シーズの特徴（成果含む）

アウトカムに至る段階

担当者

○銀単結晶上のシリセンの凹凸構造(バックリング構造)を実験的に初めて確認
○金属基板上のグラフェンと基盤との界面構造の解明に成功
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和田 健

計測技術含む

• TRHEPDは物質最表面及び表面直下の理想的な構造解析手法であることを示し、銀単
結晶表面上に形成したシリコンの原子1層からなる“シリセン”と、金属基板上のグラフェンと
基盤との界面構造の解明をすることでその表面超高感度性を実証しました。

臨界角 以下の視斜角で入射し
た陽電子は全反射され、回折
パターンは最表面の原子だけ
の情報を含む。最表面の下に
隠れた、表面直下の構造にも
敏感。望む深さ以下からのバ
ックグラウンドは皆無。
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